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Теллурид  кадмия-ртути  (HgCdTe)  является  одним  из  основных  материалов  для
производства матричных фотоприемных устройств длинноволнового инфракрасного диапазона
(ИК  МФПУ)  [1,  2].  Благодаря  фундаментальным  свойствам  HgCdTe  обеспечиваются  высокая
квантовая  эффективность,  высокая  обнаружительная  способность  и  чувствительность  при
производстве ИК МФПУ, что повышает пространственное разрешение тепловизионного канала,
тем самым обеспечивая повышение дальности обнаружения и распознавания [2]. Изготовление
ИК МФПУ с бездефектной и гладкой поверхностью материала позволяет получать минимальные
значения  токов  утечки  [3],  что  необходимо  для  полной  реализации  потенциала  HgCdTe  [4].
Полировальные  суспензии  на  основе  детонационных  алмазных  порошков  субмикронных
размеров  производства  АО  «ГосНИИмаш»  [5]  предназначены  для  применения  в
высокопрецизионных  процессах  и  обеспечивают  получение  морфологии  поверхности  с
шероховатостью на уровне 1 нм [6].

HgCdTe на CdZnTe после эпитаксиального роста (а) и полированный (б).
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